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摘 要

近年來LED隨著材料及磊晶技術的不斷進步使得LED可以驅動在高功率下以獲得高亮度的輸出，在高電流驅動下LED的接

面溫度也會隨之上升，當接面溫度上升會影響LED的許多特性如光輸出、波長、壽命及順向電壓，所以降低接面溫度

對LED來說是非常重要的。

在本論文中，我們將半導體表面平整化(Surface Planarization)的製程概念應用於LED上，我們先在傳統的LED結構上分別

在p電極區及n電極區製作一金屬電極柱，然後再將BCB保護層製作於LED上並使其完全將LED包覆住而形成一個覆晶結構

的LED，最後在電極柱上蒸鍍一大面積金屬電極，並以此結構將LED發光區的熱快速導出進而降低接面溫度，更進一步的

希望以此製程取代傳統的LED封裝。

　　本論文中的LED在外加工作電流為350mA下，其接面溫度會比Epoxy封裝的Flip-Chip LED低12.5℃。此外，若在電極

柱上再蒸鍍一大面積電極則可再將接面溫度下降4.4℃。在BCB穿透率方面藉由製程條件的優化其穿透率在藍光波段已可達

到95.7%，應用於LED晶片在藍光波段則為90.9%。

關鍵詞 : 表面平整化、界面溫度
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